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Si GaAs 6H-Sic GaN
禁制帯幅reV1 1.ll 1.43 2.86 3.39
密度rdcm31 2.328 5.32 3.2 6.15
格子定数 5.43 5.653 a-3.081 a-3.189
rA1 C-15.09 C-5.185
誘電率 ll.9 12.9 10.0 8.995
電子移動度lcm2Ns] 150 8500 450 10qbulk)200(2DEG)
破壊耐圧rV/cm1 3x105 4x10, 2.5x106O >5x106















































































図3､as-grownGaN表面の AFM 像(2x2FLm)｡ 図4､KOHエッチングした GaN表面｡
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に有機金属化合物気相成長法(MOCVD)でアンドー プGaN層 (厚さ3〟m),アンドー プ Alo,25Ga.,5Nバ
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